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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年1月12日(2017.1.12)

【公開番号】特開2014-131019(P2014-131019A)
【公開日】平成26年7月10日(2014.7.10)
【年通号数】公開・登録公報2014-037
【出願番号】特願2013-242961(P2013-242961)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/20     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/343    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ    5/20     ６１０　
   Ｈ０１Ｓ    5/343    ６１０　
   Ｈ０１Ｌ   21/205    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年11月22日(2016.11.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎ型半導体層とｐ型半導体層との間に、活性層を有する窒化物半導体レーザ素子におい
て、
　前記ｎ型半導体層は、ｎ側光ガイド層を有し、
　前記活性層は、２以上の井戸層と、前記井戸層の間に設けられた少なくとも１つの障壁
層と、を有し、
　前記障壁層は、前記ｎ側光ガイド層のバンドギャップエネルギーよりも高いバンドギャ
ップエネルギーを有する障壁層を有し、
　前記ｐ型半導体層は、前記活性層に含まれる全ての障壁層よりもバンドギャップエネル
ギーの高い電子障壁層を有し、
　前記２以上の井戸層のうち前記ｐ型半導体層に最も近い井戸層である最終井戸層と前記
電子障壁層との間に配置されたｐ側光ガイド層を備え、
　前記ｐ側光ガイド層は、
　　前記最終井戸層側に配置され、前記ｎ側光ガイド層よりもバンドギャップエネルギー
の低い第１領域と、
　　前記電子障壁層側に配置され、前記ｎ側光ガイド層よりもバンドギャップエネルギー
の高い第２領域とを有する、窒化物半導体レーザ素子。
【請求項２】
　前記ｐ側光ガイド層は、前記最終井戸層側から前記電子障壁層側にバンドエネルギーが
略直線状に増加する層を有する請求項１記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項３】
　前記バンドエネルギーが略直線状に増加する層は、化合物半導体の組成が変化している
組成傾斜層である請求項２記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項４】
　前記組成傾斜層は、少なくとも一部にＩｎを含有している請求項３に記載の窒化物半導
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体レーザ素子。
【請求項５】
　ｎ型半導体層とｐ型半導体層との間に、活性層を有する窒化物半導体レーザ素子におい
て、
　前記ｎ型半導体層は、ｎ側光ガイド層を有し、
　前記活性層は、２以上の井戸層と、前記井戸層の間に設けられた少なくとも１つの障壁
層と、を有し、
　前記ｐ型半導体層は、前記活性層に含まれる全ての障壁層よりもバンドギャップエネル
ギーの高い電子障壁層を有し、
　前記２以上の井戸層のうち前記ｐ型半導体層に最も近い井戸層である最終井戸層と前記
電子障壁層との間に配置されたｐ側光ガイド層を備え、
　前記ｐ側光ガイド層は、少なくとも一部にＩｎを含有している組成傾斜層を有し、
　前記組成傾斜層の前記最終井戸層側のバンドギャップエネルギーは、前記障壁層のバン
ドギャップエネルギーよりも小さい、窒化物半導体レーザ素子。
【請求項６】
　前記組成傾斜層は、ＡｌｘＩｎｙＧａ１－ｘ－ｙＮ（０≦ｘ＜１、０≦ｙ＜１、０≦ｘ
＋ｙ＜１）を有する請求項３乃至５のいずれか１項に記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項７】
　前記組成傾斜層は、ＩｎｘＧａ１－ｘＮ（０≦ｘ＜１）を有する請求項３乃至６のいず
れか１項に記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項８】
　前記ｐ側光ガイド層の膜厚は、５００～５０００Åである請求項１乃至７のいずれか１
項に記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項９】
　前記ｐ側光ガイド層は、前記電子障壁層と接している請求項１乃至８のいずれか１項に
記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項１０】
　前記障壁層のうち前記ｎ型半導体層に最も近い障壁層は、第１の障壁層であり、前記第
１の障壁層の膜厚は、井戸層の膜厚よりも厚い請求項１乃至９のいずれか１項に記載の窒
化物半導体レーザ素子。
【請求項１１】
　前記第１の障壁層は、ｎ型不純物を１×１０１９ｃｍ－３以上含有している請求項１０
に記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項１２】
　前記ｎ側ガイド層の膜厚は、前記第１の障壁層の膜厚よりも厚い請求項１０または１１
に記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項１３】
　前記ｎ側ガイド層は、前記第１の障壁層に接しており、該ｎ側ガイド層における該接触
部はノンドープ領域である請求項１０乃至１２のいずれか１項に記載の窒化物半導体レー
ザ素子。
【請求項１４】
　前記井戸層の総膜厚は、第１の障壁層を除く他の障壁層の総膜厚よりも厚い請求項１０
乃至１３のいずれか１項に記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項１５】
　前記ｐ側光ガイド層は、ノンドープ層である請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の
窒化物半導体レーザ素子。
【請求項１６】
　前記窒化物半導体レーザ素子は、Ｃ面窒化物基板上に形成されている請求項１乃至１５
のいずれか１項に記載の窒化物半導体レーザ素子。
【請求項１７】
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　ｎ型半導体層とｐ型半導体層との間に、活性層を有する窒化物半導体レーザ素子におい
て、
　前記ｎ型半導体層は、ｎ側光ガイド層を有し、
　前記活性層は、前記ｎ側光ガイド層上に、障壁層、井戸層を順に積層した単一量子井戸
構造であり、
　前記障壁層は、前記ｎ側光ガイド層のバンドギャップエネルギーよりも高いバンドギャ
ップエネルギーを有し、
　前記井戸層上に、ｐ側光ガイド層と、前記障壁層よりもバンドギャップエネルギーの高
い電子障壁層とを順に有し、
　前記ｐ側光ガイド層は、前記井戸層側に配置され、前記ｎ側光ガイド層よりもバンドギ
ャップエネルギーの低い第１領域と、前記電子障壁層側に配置され、前記ｎ側光ガイド層
よりもバンドギャップエネルギーの高い第２領域とを有する窒化物半導体レーザ素子。
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